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다이오드 디스플레이업체들은 기술 개발 기간을단축

하여시장을선점하기 위해서, 원천기술을보유하고있

는 업체들과 전략적제휴나합작형태로사업전략을실

행하고있는실정이다.

OLED 디스플레이의화소를능동구동하기위해서는

반도체소자의제작과TFT 및 array 제작이 필수적이

고, AMOLED에서가장많이 연구가된 반도체소자는

전류공급능력과stability 측면에서유리한장점이많은

저온 p o l y - S i이다. 최근에 a - S i과 유기반도체를 사용

한 A M O L E D가연구되고 있지만제품화까지는많은문

제점을안고있다.

저온poly-Si TFT의제작에는poly-Si 성막기술과

저온gate 절연막형성및저온도핑공정의개발이필수

적이며특히 poly-Si TFT의균일도를 향상하기 위한

새로운 화소 구조 개발이 선행되어야 하며 이러한

poly-Si TFT 기술은궁극적으로주변회로들을기판에

집적화(integration) 할수 있는 균일성과 신뢰도를 보

장할수있는수준까지개발되어야한다.

또한, 대면적디스플레이제조공정의특성상, 넓은기

판에존재하는개별 TFT 소자의전기적인특성의불균

일성이나타나며 이러한불균일성은전계 효과 이동도

불균일성(△μfe), 문턱 전압 불균일성(△Vth) 등으로

정량화할수있다. TFT 소자가OLED 화소를구동하는

전류원으로사용될경우, TFT의전기적특성의불균일

성은구동전류의 불균일성을초래하며결국화소휘도

의불균일성으로나타날수있다. 이문제를해결하기위

해 3개나그 이상의T F T를 사용하여 △μf e와 △V t h를

보정할 수 있는 구동 방법이 많이 발표되었다. 또한,

A M O L E D의 효율을증대시키기위해서저전력구동방

식의 개발이필요하며, TFT의 전기적특성 및 균일도

향상과 함께 저전력 구동회로 내장 기술의 개발은

A M O L E D의상업화에파급효과가클것으로기대된다.

AM(active matrix)OLED 및PM(passive matrix)

O L E D는 최근 들어 상업화가 이루어지고 다양한응용

분야로의확대에대한 연구가활발히진행되고있다. 현

재 O L E D의 효율 및 수명 수준은휴대용디스플레이의

수준에는충분하지만모니터, TV 등과같은디스플레이

에 응용되기 위해서는 현재보다도 수배의효율과수명

이 확보되어야 하며, 특히 T V의 응용을 위해서는

400~500 cd/m2의 휘도에서 동화상 수명 기준 최소

5 0 , 0 0 0시간이상의수명이확보되어야하며, 이를위해

서는재료특성의향상및 소자구조의연구개발이필요

하다.

현재 OLED 본격적인상업화의확대에있어 가장 걸

림돌들은OLED 수명, 대형화문제및이에수반된재료

의 연구이며, OLED는L C D와 달리자체발광형으로훨

씬얇게 만들수있고, 15V 이하의저전압구동, 높은휘

도와효율, 10㎲이하의빠른응답속도그리고1 7 0도이

상의넓은시야각등의많은장점을가지고있고, 비교적

간단한기본구조를 갖는 O L E D는 제작이용이하고 초

박형, 초경량디스플레이제작이가능하기때문에L C D

와P D P의단점을극복할수있는가장유망한차세대평

판 디스플레이로 각광을받으면서 전 세계적으로 1 0 0

여개의업체가OLED 개발에나서고있다. 최근들어서

는 발광효율과 수명이크게향상되고 있고, 공정기술이

급속히발전하고있다.

O L E D는지금까지2인치이하의소형디스플레이(핸

드폰 서브창, MP3플레이어, Portable Multimedia

Player, 면도기, 게임기등)에주로응용되어왔으나, 응

용 분야및 시장이 확대됨에따라소형문자표시기기와

대형그래픽패널부품모두에있어서분포가 다양화될

것으로전망된다. OLED는최초개발이후1 0년 이내에

단색 디스플레이 양산, 20년 이내에 총천연색 4 0인치

시제품을 개발하는 등 시제품기술발전이 급격하게 이

루어지는 등, 디스플레이크기의대형화가급속히진행

되고있는기술이다.

기술의 개요

정보화시대의핵심적정보 표시장치인 평판 디스플

레이(Flat Panel Display, FPD) 시장에서T F T - L C D (

Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)의비율

이 급격히 성장하고, 정부의효율적인기술개발 지원의

결실로우리나라 기업들이 2 0 0 3년도에1 5 0억불을상

회하는비정질실리콘(a-Si) TFT-LCD 시장에서1위

및 2위의매출액을 달성하고 있다. 그러나 자체발광이

불가능한L C D는원천적문제로인해밝기및속도면에

서 한계가있어, 최근 자체발광형인 OLED 디스플레이

(Organic Light Emitting Diode; OLED)가많은관심을

집중시키고 있다. 선진국에서도 아주 최근부터 연구개

발이시작되었고, 국내에서도대학, 연구소및 산업체에

서활발히연구가진행되고있다.

O L E D는단분자나고분자유기물박막에음극과양극

을 통하여주입된전자와 정공이여기자를 형성하여빛

이발광되는소자로서L C D에비하여시야각, 대비비, 시

인성이우수하며 b a c k l i g h t가 필요 없기 때문에소비전

력을줄일수 있으며응답속도가빠르고외부충격에강

인한 장점을가지고있어 차세대디스플레이로 알려지

고 있다. 기술예측에따르면2 0 1 0년도에는 휴대전화9

억대중 1억5천만대이상이 O L E D를 채용할것으로기

대되며그수요가 급격히확산될것으로알려지고있다.

또한P D A의경우 2 0 1 0년에전체의20% 이상인6 9 5만

대 이상이OLED 디스플레이를채택하고, 자동차용c a r

navigation system(CNS) 등의30% 이상인4 , 2 3 0만대

가 O L E D를채택할것으로예상된다.

최근에기술적완성도는 낮으나L C D에 비해 우수한

성능을가진OLED 패널이디스플레이시장으로의진출

이 임박하면서 L C D와 OLED 간의 치열한각축이예상

된다. 이러한 O L E D는 스스로빛을내는 자체발광형으

로발광효율이높고, 15V 이내에서구동이가능하며, 다

양한칼라를 구현할수 있으며, 시야각이1 6 0도 이상이

라는장점을갖고있다. 또한모듈의총 두께를2mm 이

내로만들수있고0.3mm 이하의플라스틱기판위에제

작할수도있어휴대형 단말기의박형, 경량화추세에도

손쉽게대응할수 있으며, 응답 속도가빨라 그래픽, 동

화상표현이 가능하고, 제작공정이간단하여 양산시제

작비용이 T F T - L C D보다저렴하다는장점이있다.

이러한OLED 디스플레이는기존의L C D와유사한구

동법에 의해 passive matrix type과 active matrix

t y p e (흔히A M O L E D라고불림)으로구별할수 있는데,

passive matrix type은표시영역을양극과음극에의한

단순 m a t r i x로 구성되며, 음극과양극이교차하는 부분

이 발광되어지기 때문에음극이선택된경우에만 점등

되는duty 구동이다. 이에비해active matrix type은표

시영역의각 화소에스위치용T F T를 배치하고비 선택

시에도 점등이 가능한 상시구동이 가능하다. 따라서

passive matrix로총천연색을 구현하기 위해서는 전류

밀도 증가에 의한소비전력의증가와 발광효율의감소,

낮은전압으로 인한높은전류밀도등의기술적인 장해

요인이있다. 이와반면에active matrix 형태는상시발

광하고있기때문에passive matrix 형태에서나타나는

제약은생기지않는다. 그리고저전압에서 구동이 가능

하기때문에소비전력이감소할 뿐만아니라 안정성향

상과대면적화에유리하다. 세계적으로1 0 0여개업체가

기술 개발에참여하고 경쟁이심한 상황에서 유기발광

A MOLED LTPS 기술
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이 급격히 성장하고, 정부의효율적인기술개발 지원의

결실로우리나라 기업들이 2 0 0 3년도에1 5 0억불을상

회하는비정질실리콘(a-Si) TFT-LCD 시장에서1위

및 2위의매출액을 달성하고 있다. 그러나 자체발광이

불가능한L C D는원천적문제로인해밝기및속도면에

서 한계가있어, 최근 자체발광형인 OLED 디스플레이

(Organic Light Emitting Diode; OLED)가많은관심을

집중시키고 있다. 선진국에서도 아주 최근부터 연구개

발이시작되었고, 국내에서도대학, 연구소및 산업체에

서활발히연구가진행되고있다.

O L E D는단분자나고분자유기물박막에음극과양극

을 통하여주입된전자와 정공이여기자를 형성하여빛

이발광되는소자로서L C D에비하여시야각, 대비비, 시

인성이우수하며 b a c k l i g h t가 필요 없기 때문에소비전

력을줄일수 있으며응답속도가빠르고외부충격에강

인한 장점을가지고있어 차세대디스플레이로 알려지

고 있다. 기술예측에따르면2 0 1 0년도에는 휴대전화9

억대중 1억5천만대이상이 O L E D를 채용할것으로기

대되며그수요가 급격히확산될것으로알려지고있다.

또한P D A의경우 2 0 1 0년에전체의20% 이상인6 9 5만

대 이상이OLED 디스플레이를채택하고, 자동차용c a r

navigation system(CNS) 등의30% 이상인4 , 2 3 0만대

가 O L E D를채택할것으로예상된다.

최근에기술적완성도는 낮으나L C D에 비해 우수한

성능을가진OLED 패널이디스플레이시장으로의진출

이 임박하면서 L C D와 OLED 간의 치열한각축이예상

된다. 이러한 O L E D는 스스로빛을내는 자체발광형으

로발광효율이높고, 15V 이내에서구동이가능하며, 다

양한칼라를 구현할수 있으며, 시야각이1 6 0도 이상이

라는장점을갖고있다. 또한모듈의총 두께를2mm 이

내로만들수있고0.3mm 이하의플라스틱기판위에제

작할수도있어휴대형 단말기의박형, 경량화추세에도

손쉽게대응할수 있으며, 응답 속도가빨라 그래픽, 동

화상표현이 가능하고, 제작공정이간단하여 양산시제

작비용이 T F T - L C D보다저렴하다는장점이있다.

이러한OLED 디스플레이는기존의L C D와유사한구

동법에 의해 passive matrix type과 active matrix

t y p e (흔히A M O L E D라고불림)으로구별할수 있는데,

passive matrix type은표시영역을양극과음극에의한

단순 m a t r i x로 구성되며, 음극과양극이교차하는 부분

이 발광되어지기 때문에음극이선택된경우에만 점등

되는duty 구동이다. 이에비해active matrix type은표

시영역의각 화소에스위치용T F T를 배치하고비 선택

시에도 점등이 가능한 상시구동이 가능하다. 따라서

passive matrix로총천연색을 구현하기 위해서는 전류

밀도 증가에 의한소비전력의증가와 발광효율의감소,

낮은전압으로 인한높은전류밀도등의기술적인 장해

요인이있다. 이와반면에active matrix 형태는상시발

광하고있기때문에passive matrix 형태에서나타나는

제약은생기지않는다. 그리고저전압에서 구동이 가능

하기때문에소비전력이감소할 뿐만아니라 안정성향

상과대면적화에유리하다. 세계적으로1 0 0여개업체가

기술 개발에참여하고 경쟁이심한 상황에서 유기발광

A MOLED LTPS 기술
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